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Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
Abkiirzungen wird auf die Erkidrungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder reguldiren Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Eine Struktur auf einer Schichtenoberfldche des Halbleiter-Wafers weist zumindest einen fiir elektromag-
netische Strahlung reflektierenden ersten Fliachenbereich (8,9) und zumindest einen zweiten, im Wesentlichen nicht reflektierenden
Flachenbereich (10,11,12) auf. Auf diese Schichtenoberflidche wird eine lichtdurchldBige Isolationsschicht (13) und eine lichtemp-
findliche Schicht erzeugt. Die elektromagnetische Strahlung wird mit einem Einfallswinkel 8 auf die lichtempfindliche Schicht
gerichtet und die Struktur der Schichtenoberfldche mit einem lateralen Ersatz in die lichtempfindliche Schicht abgebildet.
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Beschreibung

Verfahren zum Herstellen einer selbstjustierten Struktur auf

einem Halbleiter-Wafer

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer
selbstjustierten Struktur auf einem Halbleiter-Wafer.

Durch den Fortschritt in der Halbleitertechnologie koénnen in-
tegrierte Schaltkreise mit einem sehr hohen Integrationsgrad
hergestellt werden. Der Integrationsgrad reicht dabei wvon
VLSI (very large scale integration) tber ULSI (ultra large
scale integration) bis hin zu noch hdheren Packungsdichten.
Die Kapazitit eines einzigen Halbleiterchips steigt dabei wvon
ehemals einigen Tausend Bauelementen liber hunderttausend bis
hin zu derzeit mehreren Millionen Bauelementen an. Betrachtet
man beispielsweise DRAM(Dynamic Random Access Memories) Bau-
elemente, so kann durch den enormen Integrationsgrad in dér
Herstellung die Kapazit&t eines einzelnen Chips von ehemals 4
Mbit oder 16 Mbit bis hin zu 256 Mbit oder mehr erreicht wer-
den.

Bauelemente in integrierten Schaltkreisen wie beispielsweise
Transistoren oder Kondensatoren miissen dabei immer mehr ver-
kleinert werden und an die Anforderungen der integrierten
Schaltkreise angepaft werden. Die ansteigende Packungsdichte
von integrierten Schaltkreisen und die damit einhergehende
Verkleinerung der Bauelemente stellt eine grofe Herausforde-
rung an die Halbleiter-ProzeRtechnik dar. So mufs bei der Her-
stellung eines Elements oder eines Bauelements eines inte-
grierten Schaltkreises darauf geachtet werden, daf dabei die
elektrischen Kenngrdfen und Charakteristiken der anderen Bau-
elemente auf dem integrierten Schaltkreis nicht veréndert
oder beeinfluft werden. Dies bedeutet, daR die Herstellung
der Bauelemente im Hinblick auf eine hohe Packungsdichte, ei-
ne niedrige Warmeerzeugung und einen niedrigen Energiever-

brauch in Verbindung mit einer hohen Zuverlassigkeit und ei-
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2
ner langen Lebensdauer bei der Herstellung erreicht werden
muR, ohne gleichzeitig einen Qualitadtsverlust in der Funktion
des Bauelements hinnehmen zu miissen. Es wird dabei angenom-
men, daf aiese Vorgaben durch paralleles Weiterentwickeln und
Verbessern in der Photolithographie, den Atzprozessen, der
Abscheidung, der Ionenimplantation und den thermischen Pro-
zessen, also den finf wesentlichen Aspekten der Halbleiter-

technologie, erreicht werden kann.

Bei einem bekannten Verfahren zum Herstellen einer DRAM-
Zellenanordnung (DE 198 45 058 Al) werden in einem Substrat
im wesentlichen parallel zueinander verlaufende erste Gréaben
erzeugt. Die ersten Graben werden mit Trennstrukturen ge-
fillt. Durch Atzen mit Hilfe einer streifenfdrmigen Photo-
lackmaske, deren Streifen quer zu den ersten Graben verlau-
fen, wird das Substrat selektiv zu den Trennstrukturen ge-
atzt, so daR Vertiefungen erzeugt werden. Flachen von unteren
Bereichen der Vertiefungen werden mit einem Kondensatordié—
lektrikum versehen. In den unteren Bereichen der Vertiefungen
wird jeweils ein Speicherknoten eines Speicherkondensators
erzeugt. Obere Source/Drain-Gebiete der Transistoren werden
so erzeugt, daB sie jeweils zwischen zwei zueinander benach-
barten Vertiefungen und zwischen zueinander benachbarten
Trennstrukturen angeordnet sind und an eine Hauptflache des

Substrats angrenzen.

Untere Source/Drain-Gebiete der Transistoren im Substrat wer-
den so gebildet, daR sie mit den Speicherknoten elektrisch
verbunden sind, so daf jeweils einer der Transistoren und ei-
ner der Speicherkondensatoren in Reihe geschaltet sind und
eine Speicherzelle bilden. Durch Abscheiden und Strukturieren
mit Masken von leitendem Material werden Wortleitungen, die
quer zu den Trennstrukturen oberhalb der Hartfl&che verlau-
fen, und daran angrenzende Gate-Elektroden von vertikalen
Transistoren erzeugt, die jeweils in einer der Vertiefungen
angeordnet und von den Speicherknoten elektrisch isoliert
sind. Uber den Wortleitungen wird eine isolierende Schicht
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3
erzeugt. Durch Abscheiden und RUckatzen von Material werden
isolierende Spacer an Flanken der Wortleitungen erzeugt. Mit
Hilfe einer streifenfdrmigen Photolackmaske, deren Streifen
im Wesentlichen parallel zu den Trennstrukturen verlaufen,
wird selektiv zur isolierenden Schicht und den Spacern ge-
atzt, bis die oberen Source/Drain-Gebiete freigelegt werden.

Dabei ist bei dem bekannten Verfahren ein Nachteil darin zu
sehen, daff bei den lithographischen Prozessen unter Verwen-
dung von Masken immer das Problem der relativen Justierung
("Overlay") von Maske und Struktur auf dem Wafer besteht. So-
mit wird die Justierung von Maske und Struktur auf dem Wafer
mit zunehmender Verkleinerung der Bauelemente ein grdfieres
Problem.

Bei einem weiteren bekannten Verfahren (US 5 935 763) wird
eine maskenlose Strukturierung eines lichtempfindlichen Mate-
rials auf einem Substrat offenbart. Das Substrat weist dabei
Bereiche mit unterschiedlichem Reflexionsverhalten auf. Ein
paralleles Lichtstrahlenblindel wird dabei senkrecht auf das
lichtempfindliche Material eingestrahlt. Das einfallende
Licht wird dabei an den reflektierenden Bereichen reflektiert
und daher in das lichtempfindliche Material zurlickgestrahlt.
Dadurch wird das lichtempfindliche Material senkrecht Ulber
den reflektierenden Bereichen des Substrats belichtet und
durch einen spateren Entwicklungsschritt abgetragen, wodurch
eine Offnung in dem lichtempfindlichen Material entsteht,
welche vertikal Uber dem reflektierenden Bereich des
Substrats selbstjustiert ausgebildet wird.

Ein Nachteil des bekannten Verfahrens ist darin zu sehen, daR
eine erwlnschte Struktur lediglich vertikal Uber der in dem
Substrat dargestellten Struktur in das lichtempfindliche Ma-
terial abgebildet werden kann. Eine Substratstruktur kann da-
her lediglich vertikal und mafstabsgetreu mit einem Mafstab
1:1 abgebildet werden.
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4
Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zum Herstellen
einer selbstjustierten Struktur auf einem Halbleiter-Wafer zu
schaffen, bei dem ein Abbilden der Substratstruktur in das
lichtempfindliche Material versetzt zur Substratstruktur
durchgefihrt werden kann.

Diese Aufgabenstellung wird durch ein Verfahren, das die

Schritte nach Patentanspruch 1 aufweist, geldst.

Bei einem Verfahren zum Herstellen einer selbstjustierten
Struktur auf einem Halbleiter-Wafer wird eine Struktur auf
einer Schichtenoberflache des Halbleiter-Wafers mit zumindest
einem ersten Flachenbereich, an dem eine elektromagnetische
Strahlung reflektiert wird und zumindest einem zweiten Fla-
chenbereich, durch den die elektromagnetische Strahlung nahe-
zu vollstdndig hindurchtritt, ausgebildet. Zumindest auf den
beiden Flachenbereichen der Schichtenoberfldche wird eine
lichtdurchl&ssige Isolationsschicht erzeugt. Wiederum unmit-
telbar auf diese lichtdurchl&ssige Isolationsschicht wird ei-
ne lichtempfindliche Schicht ausgebildet. Ein paralleles
elektromagnetisches Strahlenblindel wird auf eine gesamte
Oberfléche der lichtempfindlichen Schicht eingestrahlt.

Erfindungsgemdf wird das parallele elektromagnetische Strah-
lenblindel mit einem Einfallswinkel ® auf die Oberfléche der
lichtempfindlichen Schicht eingestrahlt. Der Einfallswinkel
® wird dabei derart vorgegeben, dass die Struktur der
Schichtenoberfl&dche mit einem lateralen Versatz in die licht-
empfindliche Schicht abgebildet wird.

Dadurch kann erreicht werden, daR eine Struktur auf der
Schichtenoberflache des Halbleiter-Wafers selbstjustiert und
versetzt zur Struktur der Schichtenoberfldche in die licht-
empfindliche Schicht abgebildet werden kann. Dadurch kann
auch erreicht werden, dass eine Abbildung flachengedehnt oder

-gestaucht durchgefihrt werden kann.
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5
Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprlichen an-

gegeben.

Es kann dabeili vorgesehen sein, daf3 der Strahlengang der elek-
tromagnetischen Strahlung durch die lichtempfindliche Schicht
und die lichtdurchlassige Isolationsschicht durch einen Bre-
chungsindex n; der Isolationsschicht und/oder einen Bre-
chungsindex n; der lichtdurchlassigen Schicht und/oder durch
eine Schichtdicke der Isolationsschicht und/oder der licht-
empfindlichen Schicht eingestellt wird. Dadurch kann erreicht
werden, daf® das versetzte Ausbilden der Struktur der Schich-
tenoberflidche in der lichtempfindlichen Schicht durch mehrere
Parameter eingestellt wird. Je nach Anforderung an das Abbil-
den der Struktur der Schichtenoberfldche in die lichtempfind-
liche Schicht k&énnen dadurch ein oder mehrere Parameter aus-
gewahlt und variiert und entsprechend ein schnelles und ko-
stenglinstiges Abbilden der Struktur erreicht werden. Des Wei-
teren kann dadurch erreicht werden, daR durch Andern der Pa-
rameter eine groRe Vielfalt an Abbildungsmdglichkeiten der
Struktur der Schichtenoberfliche in die lichtempfindliche
Schicht mdéglich ist. Somit kann auch erreicht werden, daf® ei-
ne Struktur der Schichtenoberfléche nicht nur versetzt, son-
dern auch beispielsweise l&ngen- und/oder breitengedehnt oder
geschrumpft in der lichtempfindlichen Schicht abgebildet wer-

den kann.

Es kann auch vorgesehen sein, daf® die Schichtenoberflache
eben ausgebildet und die Struktur der Schichtenoberflache na-
hezu mafstabsgetreu und lediglich um einen Abstand a horizon-
tal und parallel versetzt zur Schichtenoberflache in die
lichtempfindliche Schicht abgebildet wird.

Dadurch kann erreicht werden, daR eine Struktur der Schich-
tenoberflache nahezu mafstabsgetreu mit einem erwlnschten

Versatz a ausgebildet wird.
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Es kann auch vorgesehen sein, daf3 die lichtempfindliche
Schicht zumindest teilweise mit einer Schutzvorrichtung abge-
deckt und die einfallende elektromagnetische Strahlung an
dieser Schutzvorrichtung reflektiert und/oder absorbiert

wird.

Dadurch kann erreicht werden, dafl lediglich Teilbereiche der
Schichtenoberflache in die lichtempfindliche Schicht abgebil-

det werden.

Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen anhand von Ausflihrungsbeispielen n&her erlautert.

Es zeigen:

Figuren 1-4 die einzelnen Schritte einer ersten Ausfihrungs-
variante der Herstellung einer selbstjustierten
Struktur, '

Figur 5 eine Draufsicht auf die gem&f Figur 4 erzeugten

selbstjustierten Struktur und

Figur 6 ein weiteres Ausfilhrungsbeispiel einer Struktur ei-

ner Schichtenoberfléache.

In einem Siliziumsubstrat 1 (Figurl) wird ein erster Graben 2
und ein zweiter Graben 3 erzeugt. Die Grében 2 und 3 kdnnen
dabei beispielsweise durch einen Plasmadtzprozef mit HBr/NF;
ausgebildet werden. Die Graben 2 und 3 weisen beispielsweise

eine Tiefe von 5um, eine Weite von 100x250nm und einen ge-

genseitigen Abstand von 100nm auf.

Wie bereits aus dem Stand der Technik bekannt ist, kénnen auf
die Wande der Griben 2 und 3 weitere nicht dargestellte
Schichten abgeschieden und die Gr&ben 2 und 3 mit Polysilizi-
umschichten 4 bzw. 5, die in die Gr&ben abgeschieden werden,
gefillt werden. Auf diese Polysiliziumschichten 4 und 5 wer-
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den reflektierende Schichten abgeschieden. Als reflektierende
Schichten wird dabei eine Metallschicht 6 auf die Polysilizi-
umschicht 5 und eine Metallschicht 7 auf die Polysilizium-
schicht 4 abgeschieden. Durch chemisch-mechanisches Polieren
(CMP) bis zur Siliziumsubstratoberfléche oder beispielsweise
bis zu einer nicht dargestellten SiN-Schicht wird eine ebene
Schichtenoberfliche erzeugt. Die Schichtenoberflache besteht
dabei aus den reflektierenden Oberfl&chen 8 und 9 der Metall-
schichten 7 bzw. 6 sowie den im Wesentlichen nicht reflektie-

renden Oberflachen 10, 11 und 12 des Siliziumsubstrats 1.

Der CMP-Prozef wird dabei so ausgeflihrt, daf abgeschiedenes
Metall nur auf den Oberfl&chen 10,11 und 12 entfernt wird.
Die auf die Polysiliziumschichten 4 und 5 abgeschiedenen Me-
tallschichten 7 bzw. 6 werden durch den CMP-Prozef nicht ent-

fernt.

Nachfolgend wird auf die Schichtenoberfléche, die aus den’
Flichenbereichen 8,9,10,11 und 12 besteht, eine lichtdurch-
lassige Schicht 13 abgeschieden. Diese lichtdurchléssige
Schicht 13 kann dabei beispielsweise eine Siliziumoxidschicht
oder auch eine Polymerschicht aus einem photounempfindlichen
Polymermaterial sein. Auf diese lichtdurchléssige Schicht 13
wird nachfolgend eine lichtempfindliche Schicht abgeschieden.
Die lichtempfindliche Schicht kann beispielsweise eine Lack-
schicht 14 oder auch ein Mehrschichtlacksystem aus einem oder

mehreren lichtempfindlichen Lacken sein.

Auf diese lichtempfindliche Lackchicht 14 wird eine elektro-
magnetische Strahlung, die im Ausflihrungsbeispiel als ein pa-
ralleles Lichtstrahlenblindel LB (Figur3) a&dusgefihrt ist, un-
ter einem Einfallswinkel ©® eingestrahlt. Das Lichtstrahlen-
blindel LB wird dabei an den Grenzfl&chen gebrochen und tritt
durch die lichtempfindliche Lackschicht 14 und die licht-
durchléssige Schicht 13 hindurch. Derjenige Teil des Licht-
strahlenbliindels LB, der auf die Fl&chenbereiche 10,11 und 12
trifft, wird nicht reflektiert. Derjenige Anteil des Licht-
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8
strahlenbiindels LB hingegen, der auf die reflektierenden Fla-
chenbereiche 8 und 9 trifft, wird dort reflektiert und tritt
durch die lichtdurchléassige Isolationsschicht 13 und die
lichtempfindliche Lackschicht 14 wieder hindurch. Sowohl die
Lackschicht 14 als auch die Isolationsschicht 13 weisen dabei
einen mdglichst niedrigen Absorbtionskoeffizienten fhr die
einfallende elektromagnetische Strahlung auf. Des Weiteren
ist die Lackschicht 14 so ausgebildet, daf3 die Lackschicht 14
einen Schwellwert einer Bestrahlungsdosis aufweist, der erst
dann tberschritten wird, wenn die Lackschicht 14 mit einer
ersten Bestrahlungsdosis des einfallenden Lichtstrahlenbiin-
dels LB und zumindest mit einer zweiten Bestrahlungsdosis des
reflektierten Anteils des einfallenden Lichtstrahlenbindels
LB bestrahlt wird. Dadurch werden lediglich diejenigen Berei-
che der Lackschicht 14 belichtet, die mit einer Bestrahlungs-
dosis bestrahlt werden, die tiber dem Schwellwert der Bestrah-

lungsdosis liegt.

Durch einen nachfolgenden Entwicklungsschritt koénnen diejeni-
gen Bereiche der Lackschicht 14, die belichtet sind, entwik-
kelt und somit entfernt werden (Figur 4). AnschlieRfend werden
beispielsweise durch einen Atzprozef diejenigen Bereiche der
lichtdurchlassigen Schicht 13, die vertikal unter den ent-
fernten Bereichen der Lackschicht 14 angeordnet sind, ent-
fernt. Die lichtdurchl&ssige Isolationsschicht 13 kann nach-
folgend als Hartmaske fir eine anisotrope Atzung der Metall-
schichten 6 und 7 sowie der Polysiliziumschichten 5 und 4 der
Graben 3 bzw. 2 verwendet werden. Durch den Einfallswinkel ©
des Lichtstrahlenbtindels LB wird ein Versatz der Struktur der
Schichtenoberfliche mit den Flachenbereichen 8,9,10,11 und 12
erreicht, der einer Strecke a entspricht. Indem die Flachen-
bereiche 8,9,10,11 und 12 eben horizontal nebeneinander ange-
ordnet sind, wird die Struktur der Schichtenoberfléche nahezu
maRstabsgetreu durch das Lichtstrahlenblindel LB in die Lack-
schicht 14 abgebildet.



10

15

20

25

30

35

WO 03/017342 PCT/DE02/02651

9

In Figur 5 ist eine Draufsicht auf den in Figur 4 dargestell-
ten Schnitt durch den Halbleiter-Wafer dargestellt. Die Gra-
ben 2 und 3 werden in den Figuren 1-4 als Zylinder ausgebil-
det, so da in der Draufsicht in Figur 5 Kreisfl&chen darge-
stellt sind. Die kreisrunde Oberflache des Grabens 2 (Figuren
1-4) ist dabei um die Strecke a versetzt. Der mit A bezeich-
nete halbmondfdrmige Flachenbereich zeigt dabei den Bereich
der Lackschicht 14 (Figuren 1-4), der vertikal Uber dem Gra-
ben 2 angeordnet ist und aufgrund des Versatzes a nicht ent-
wickelt und somit nicht entfernt worden ist. Das Flachenele-
ment B zeigt dabei den Teilbereich des gesamten Flachenquer-
schnitts des Grabens 2, der aufgrund des Versatzes a geatzt
wird. Entsprechend der Darstellung in Figur 4 ist somit in
dem Flachenelement B eine Draufsicht auf die Polysilizium-
schicht 4 (Figuren 1-4) dargestellt. Des Weiteren ist in dem
halbmondfdrmigen Flachenelement C die Sicht auf die Oberfla-

che 11 (Figur 1-4) des Siliziumsubstrats 1 dargestellt.

Im Ausfiihrungsbeispiel sind die Graben 2 und 3 als zylinder-
fédrmige Sdulen ausgeflihrt. Selbstverstandlich kdénnen die Gra-
ben 2 und 3 auch derart ausgefihrt werden, daf® bei einer
Draufsicht gemidfR Figur 5 eine ovale, eine eckige oder eine
beliebige andere geometrigsche Flachendarstellung der Oberfla-
che der Grédben 2 und 3 auftritt.

In einem zweiten Ausfithrungsbeispiel ist der Graben 3' (Figur
6) gegeniber dem Graben 2 um eine Strecke b vertikal ver-
setzt. Indem das Lichtstrahlenblindel LB unter dem Einfalls-
winkel ©® auf die lichtempfindliche Lackschicht 14 einge-
strahlt wird, wird die aus den Flachenbereichen 8,9,10,11 und
12 bestehende Schichtenoberfliche gemdR dem aus der Beschrei-
bung zu den Figuren 1-5 durchgefihrten Verfahren in der Lack-
schicht 14 abgebildet. Aufgrund des vertikalen Versatzes b
des Grabens 3' gegeniiber dem Graben 2, wird der horizontale
Abstand c¢ zwischen den Graben 2 und 3' in der Lackschicht 14

vermindert dargestellt und weist den Abstand d auf. Somit
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wird die Struktur der Schichtenoberflache in der Lackschicht
14 verkleinert dargestellt.

Des Weiteren kann auch vorgesehen sein, daf3 die Oberflache 8
der Metallschicht 7 und/oder die Oberflache 9 der Metall-
schicht 6 uneben, beispielsweise stufenfdérmig, ausgefidhrt
wird. Die Metallschicht kann dabei beispielsweise aus Alumi-
nium, Chrom, Nickel oder Gold sein. Es kann auch eine metall-
haltige Schicht aus Wolframsilizid als Metallschicht 7 ausge-

fihrt werden.

Des Weiteren kann auch vorgesehen sein, aufgrund fertigungs-
technischer Anforderungen den Einfallswinkel ©®, mit dem das
Lichtstrahlenblindel LB auf die lichtempfindliche Lackschicht
14 eingestrahlt wird, fest vorzugeben. Ein erwlnschter Ver-
satz der Struktur der Schichtenoberfléche der Flachenbereiche
8,9,10,11 und 12 wird dann durch geeignete Wahl eines Bre-
chungsindex n; der Isolationsschicht 13 und/oder eines Bréch—
nungsindex n, der lichtempfindlichen Lackschicht 14 und/oder
der Schichtdicke der Isolationschicht 13 und/oder der licht-
empfindlichen Lackschicht 14 erreicht werden.

Es kann auch vorgesehen sein, zumindest einen Teilbereich der
lichtempfindlichen Lackschicht 14 mit einer Schutzvorrichtung
derart zu bedecken, daR Teile des Lichtstrahlenblindels LB von
dieser Schutzvorrichtung absorbiert oder an dieser Schutzvor-
richtung reflektiert werden und der restliche Teil des Licht-
strahlenbliindels LB beispielsweise nur noch auf die Flachenbe-
reiche 8,10 und 11 (Figuren 1-4; Figur 5) auftrifft. Dadurch
kann erreicht werden, daf lediglich Teilstrukturen der Struk-
tur der Schichtenoberfliche in die lichtempfindliche Lack-
schicht 14 abgebildet werden.

Selbstversténdlich kann durch Verwendung eines negativen
Lacks fiir die lichtempfindliche Lackschicht 14 ein Negativ
der Struktur der Schichtenoberflache der Fl&ichenbereiche

8,9,10,11 und 12 (Figuren 1-4; Figur 5) erzeugt werden.
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Bei dem Verfahren zum Herstellen einer selbstjustierten
Struktur auf einem Halbleiter-Wafer kann durch das Einstrah-
len eines parallelen elektromagnetischen Strahlungsblndels
mit einem Einfallswinkel ©® auf eine lichtempfindliche
Schicht eine Struktur auf einer Schichtenoberfldche des Halb-
leiter-Wafers mit einem lateralen Versatz in die lichtemp-
findliche Schicht abgebildet werden. Es kann dadurch bei-
spielsweise eine Integration gefalteter Elektroden oder die
Integration eines einseitigen elektrischen Anschlusses eines
Transistors an einen Kondensator, beispielsweise einen Gra-

benkondensator, in einem Speicherbauelement, erreicht werden.
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Patentanspzriiche

1. Verfahren zum Herstellen einer selbstjustierten Struktur

auf einem Halbleiter-Wafer, das folgende Schritte aufweist:

(a) Ausbilden einer Struktur auf einer Schichtenoberfliche

des Halbleiter-Wafers mit zumindest einem ersten Flachen-
bereich (8,9), an dem eine elektromagnetische Strahlung
reflektiert wird und zumindest einem zweiten, im Wesent-
lichen nicht reflektierenden Fl&chenbereich (10,11,12),

(b) Erzeugen einer lichtdurchléssigen Isolationsschicht (13)

zumindest auf den beiden Fl&chenbereichen (8,9,10,11,12,)
der Schichtenoberfléache,

(¢) Erzeugen einer lichtempfindlichen Schicht auf der licht-

durchlé&ssigen Isolationsschicht (13},

(d) Einstrahlen eines parallelen elektromagnetischen Strah-

lenbltndels (LB) auf eine Oberfl&che der lichtempfindli-
chen Schicht, '

(e) Entwickeln der lichtempfindlichen Schicht

dadurch gekennzedilichnet,

da® das parallele elektromagnetische Strahlenblindel (LB)
mit einem Einfallswinkel ® auf die lichtempfindliche
Schicht gerichtet wird und der Einfallswinkel @ derart
vorgegeben wird, daR die Struktur der Schichtenoberfléache
mit einem lateralen Versatz in die lichtempfindliche
Schicht abgebildet wird.

. Verfahren nach Anspruch 1,

adurchgekennzeichnet,

daR der Einfallswinkel ©® abhangig von fest vorgegebenen
Schichtdicken der Isolationsschicht (13) und/oder der
lichtempfindlichen Schicht und fest vorgegebener Brechungs-
indizes n; und/oder n, der Isolationsschicht (13) bzw. der
lichtempfindlichen Schicht eingestellt wird.

. Verfahren nach Anspruch 1,

adurchgekennzedichnet,
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- daR fiir einen fest vorgegebenen Einfallswinkel ©® die
Schichtdicken der Isolationsschicht (13) und/oder der
lichtempfindlichen Schicht und/oder der Brechungsindex mn,
der Isolationsschicht (13) und/oder der Brechungsindex nj

der lichtempfindlichen Schicht eingestellt wird.

. Verfahren nach einem der vorigen Anspriche,

adurchgekennzedichnet,

dafR als lichtempfindliche Schicht eine Lackschicht (14) mit
einem niedrigen Absorbtionskoeffizienten flr die, durch die
Lackschicht (14) hindurchtretende elektromagnetische Strah-
lung ausgebildet wird.

. Verfahren nach einem der vorigen Ansprlche ,

adurchgekenn=zedichnet,

da® zumindest eine Teilflidche der lichtempfindlichen
Schicht mit einer Schutzvorrichtung abgedeckt wird und die
einfallende elektromagnetische Strahlung (LB) an dieser

Schutzvorrichtung reflektiert und/oder absorbiert wird.

. Verfahren nach einem der vorigen Anspriche ,

dadurchgekennzedichnet,

daR die lichtempfindliche Schicht als Siliziumoxidschicht
oder als Schicht aus einem lichtunempfindlichen Polymer er-

zeugt wird.

. Verfahren nach einem der vorigen Ansprluche ,

dadurchgekennzedichnet,

daR der erste Flachenbereich (8,9) als Oberfldche einer Me-
tallschicht oder einer metallhaltigen Schicht ausgebildet

wird.

. Verfahren nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet,

daR als Metall Aluminium, Kupfer, Chrom, Nickel oder Gold
und flir eine metallhaltige Schicht Wolframsilizid verwendet

wird.
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